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1 Задание
Усилитель импульсный

R1/R5 10 кОм ± 10%; 0.04 Вт
R2/R6 2 кОм ± 10%; 0.01 Вт
R3/R4 1 кОм ± 10%; 0.03 Вт

C1 / C2 510 пФ

2 Ход работы

2.1 Оптимальное удельное поверхностное сопротивление
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≈ 2850.4 ≈ 2900

(1)

2.2 Выбор материала резистивной пленки

Требуемым удельным поверхностным сопротивлением обладает

Название ρ�, Ом
� Сопротивление, Ом W0

Вт
см2 W0

Вт
мм2

Кермет К-50С 1000-10000 100-100000 2 0.02
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2.3 Определение коэффициента формы kфi резисторов

kфi =
Ri

ρ�
(2)

Ri Ri/ρ� kфi

R1 10000/2900 3.4 l > b
R2 2000/2900 0.7 l < b
R3 1000/2900 0.3 l < b
R4 1000/2900 0.3 l < b
R5 10000/2900 3.4 l > b
R6 2000/2900 0.7 l < b

2.4 Определение ширины резисторов

b ≥ max[bточн, bw]

bточн =

{
0.2 мм, при ∆R = ±20%

0.3 мм, при ∆R = ±10%

bw =

√
ρ� ·W
R ·W0

(3)

Ri bточн,мм bW ,мм b,мм
R1 0.3 2.9 2.9
R2 0.3 0.4 0.4
R3 0.3 2.2 2.2
R4 0.3 2.2 2.2
R5 0.3 2.9 2.9
R6 0.3 0.4 0.4

2.5 Расчет размеров резисторов

lрасч =
R

ρ�
· b = kф · b (4)

При округлении lрасч рекомендуется оценить погрешность, вызванную округлени-
ем:

∆R′ =
|R−R′|

R
· 100%

R′ =
l′ · ρ�
b

, l′ ≈ lрасч

(5)
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Ri b,мм lрасч,мм l′,мм ∆R′

R1 2.9 9.86 9.9 1%
R2 0.4 0.28 0.3 8.75%
R3 2.2 0.66 0.7 7.72%
R4 2.2 0.66 0.7 7.72%
R5 2.9 9.86 9.9 1%
R6 0.4 0.28 0.3 8.75%

Полученная для каждого из резисторов погрешность округления длин приемлема.

2.6 Рассчет тонкопленочных конденсаторов
Наименование Материал обкладок C0,

пФ
см2 U , В ε при f = 1 кГц

Моноокись германия Аллюминий А99 (5− 15) · 1e3 10-5 11-12

Рассчитаем площадь конденсаторов:

S =
C

C0

Ci S, см2 a, мм b, мм
C1/C2 0.04 2.0 2.0

2.7 Слои
N Наименование Материал
1 Резистивный Кермет К-50С
2 Проводящий Аллюминий А99
3 Диэлектрический Моноокись германия
4 Проводящий Аллюминий А99
5 Защитный Моноокись кремния

Для пленочных конденсаторов будет применена конструкция, представляющая со-
бой пересечение пленочных проводников.
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2.8 ГИС
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